
Na vstupu NAND TTL hradla je víceemitorový tranzistor pro realizaci

logického součinu. Pokud je alespoň jeden ze vstupů A nebo B na logické

nule je T1 otevřen a teče jím emitorový proud do vnějšího obvodu. T1 je tak v

saturaci s velmi malým napětím UCE. T2 je pak uzavřen a proto je uzavřen i

T4. Přes R2 prochází do báze T3 proud A na výstupu je napětí odpovídající

logická 1.



Pokud je na obou vstupech logická jednička, jsou emitorové přechody

uzavřeny a přechod báze kolektor T1 se chová jako propustně

pólovaná dioda. T1 pracuje tak inverzním režimu a je otevřený. Díky

proudu mezi bází a kolektorem T1, který vstupuje Do báze T2, se T2

otevře do saturace a díky úbytku napětí na R3 se otevře T4. Protože

je mezi kolektorem a emitorem T2 mále saturační napětí je T3

uzavřen. K jeho uzavření Ještě více přispívá dioda D. Na výstupu je

pak logická 0.





V případě že jsou na obou vstupech A a B logické nuly, jsou T1 a T2 v saturaci

a T3 a T4 zavřeny. Na výstupu je logická jednička, protože T6 je zavřený a na

bázi a emitoru T5 je napětí o úrovni logické jedničky. Jestliže je alespoň na

jednom vstupu logická jednička, uzavře se přechod báze-emitor T1 nebo T2 a

otevře se přechod báze-kolektor T1 nebo T2 a otevře se tak T3 nebo T4. Tím

se otevře T6, uzavře T5 a na výstupu se objeví logická nula.



Tranzistory v TTL obvodech pracují ve spínacím režimu, tedy jsou v nevodivém

nebo saturačním stavu. Stav hluboké saturace je omezující z hlediska

dosažitelné rychlosti TTL obvodu. Ve stavu saturace jsou oba přechody

tranzistoru báze-emitor a báze-kolektor otevřené. Při přechodu tranzistoru z

otevřeného stavu do uzavřeného stavu je způsobeno časové zpoždění hradla

dobou odvedení přebytečného náboje z přechodu báze-kolektor tranzistoru.

Tato doba je definovaná jako doba zotavení a určuje zpoždění výstupního

signálu. Rychlá Schottkyho dioda s menším prahovým napětím umístěná mezi

bází a kolektor tranzistoru jejím otevřením již při nižších napětích (0,3 V)

zabrání otevření přechodu B-K tranzistoru a jeho přechodu do hluboké

saturace.



Shottkyho tranzistory umožnily vznik nových řad TTL obvodů:

STTL – Schottky TTL

LSTTL, ALSTTL

Doby tpd0 a tpd1 v STTL jsou ≈ 3 ns



Součin zpoždění hradla tpd a příkonu Ph na jedno hradlo   údává jistou míru

vlastnosti pro navrhovaný obvod z hledisku příkonu a rychlosti, čím menší 

je tento součin tím lepší pro navrhovaný obvod.



Příklady logických obvodů TTL (které jsou dostupné na trhu)

SN54/74LS00 Schottky  NAND hradla  LSTTL
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